EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni a investicni fondy
Operacni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani iR

VSTUPNA ACEAST

NAjzev komplexnA A%lohy/projektu
Aplikace s polovodiAovAYzmi souAA;stkami
KAz3d A2lohy

18-u-4/AB58

VyuA%itelnost komplexnA A2lohy

Kategorie dosaA%enA©ho vzdA>IAjnA

M (EQF AroveA” 4)

Skupiny oborA”

18 - InformatickA®© obory

VzdAslAjvacA oblasti

26 - Elektrotechnika, telekomunikaAnA a vAzpoAetnA technika
Vazba na vzdAsIAjvacA modul(y)

ZAiklady hardware

A kola

StA™ednA prA-myslovA; Ajkola a VyAjAjA odbornA; Ajkola, PAsek, Karla ACEapka 402, Karla ACEapka, PAsek
KIAAovA© kompetence
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Datum vytvoA™enA
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DA®lka/AasovA;j nAjroAnost - VAjeobecnA®© vzdAsIAjvAinA
PoznAjmka k dA®Ice A%lohy

RoAnAk(y)

1. roAnAk, 2. roAnAk

A“eAjenA Aclohy

individuA|InA, skupinovA©

DoporuAenA"z poAet A%A kA

2

Charakteristika/anotace

nAjvrh a ovA-A™enA funkce vybranAtach aplikacA s polovodiAovAvami souAAstkami:

« tranzistory (bipolAjmA, unipolAjrnA, IGBT)
« spAnacAmi prvky (tyristor, triak, diak)

JADRO ASLOHY

OAekAjvanA®© vAssledky uAenA



AbsolvovAjnAm komplexnA A%ohy A%Ajk dosAjhne nAjsledujAcAch vAYssledkA™ uAenA:

« definuje vlastnosti bipolAjrnAho tranzistoru, unipolAjrnAho tranzistoru, IGBT, spAnacAch prvkA- - tyristoru, triaku, diaku, vybranAvsch AAslicovAtsch
obvodA™;

. spoAAtA. velikost odporu rezistorA™ pro zadanou aplikaci s tranzistory a spAnacAml prvky;

zvoIA vhodnAz typ bipolAjrnAho tranzistoru (npn nebo pnp, napA. sA¥ovA®), proudovA® a vA'2konovA®© parametry, h-parametry) konstrukAnA-

ATMeAIenA

zvolA vhodnAs typ tyristoru (napA »A¥ovA®, proudovA@ a vAlzkonovA® parametry) konstrukAnA ATMeA|enA

zvolA vhodnAs typ triaku (napA A¥ovA© proudovA© a vAlskonovA® parametry) konstrukAnA ATMeAlenA

zvolA vhodnAYs typ diaku (napA A¥ovA© proudovA© a vAlzkonovA© parametry) konstrukAnA AT'V'eA|enA

zvolA vhodnA® obvodovA© ATMeA|enA pro sz1/2A|enA vAVestupnAho vAlskonu vA‘/zstupA' mikropoAAtaAe.
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Specifikace hlavnAch uAebnAch AinnostA A%AjkA/aktivit projektu vA. doporuAenA®ho AasovA©ho rozvrhu

« kreslenA elektrickA©ho schA®matu: 1 h

« vAvzpoAet viastnostA rezistoru, kondenzAjtoru pro aplikaci bipolAjmAho tranzistoru, unipolAjmAho tranzistoru, IGBT, spAnacAch prvkA~ - tyristoru,
triaku, diaku: 1,5 h

« zapojenA navrA%enA®ho schA®matu: 5 x 1,5 h

« VAVabAsr vhodnAtzch mA>A™icAch pA™AstrojA”, zmA-A™enA vlastnostA obvodu, vAY2poAty, kreslenA grafA:5x 1 h

« zhodnocenA vAtssledkA” mA>A™enA a nAjslednAtzch vAYzpoAtA™: 1 h

MetodickA; doporuAenA

« dbAjtna sprA.vnA© pouA%ltA schA©matickAzch znaAek;

« ke kreslenA pouA%At A|ablony nebo vhodnAYz CAD systA©m napA™. program Profi CAD;

« kontrolovat sprAjvnost zapojenA obvodu s bipolAjrnAm tranzistorem, unipolAjrnAm tranzistorem, IGBT, spAnacAmi prvky - tyristorem, triakem,
diakem;

« kontrolovat vAYsbAsr sprA,vnA‘/zch typA tran2|storA‘ spAnacAch prva dle typu aplikace;

« kontrolovat vhodnost A%A,kem vybranAtsch pATMAstrOJA a sprAjvnost zapojenA pATMAstrOJA' pATMl mA>A™enA vlastnostA aplikace s rezistory,
kondenzA,tory, cAvkami;

« dbAjt na sprA,vnA© urAenA vAtssledkA vAetnA> poAtu pIatnA‘/zch mAst vAvzsledkA™ mA-A™enA a vAVzpoAtA

« kontrolovat sprAjvnost zhodnocenA ovA. A™enA vAvssledkA” mAsA™enA.

ZpA“sob realizace

« NakreslenA schA®©matu zapojenA obvodu s rezistory, kondenzAjtory, bipolAjrmAm tranzistorem, unipolAjrnAm tranzistorem, spAnacAmi prvky -
tyristorem, triakem, diakem;

o vAVzpoAty parametrA rezistorA~, kondenzAitoru pro kaA%dou aplikaci s bipolAjrAm tranzistorem, unipolAjrnAm tranzistorem, spAnacAmi prvky -
tyristorem, triakem, diakem;

. zapOJenA aplikace s rezistory, kondenzA,tory, bipolAjrnAm tranzistorem, unipolAjrmAm tranzistorem, spAnacAmi prvky - tyristorem, triakem, diakem;
dle schA@ma na nepAva@m kontaktnAm poli;

o k zapolenA© aplikaci pATMlpOJenA vhodnAVzch mA>A™icAch pATMAstrOJA a zmA>A™enA vlastnostA zapojenAGho obvodu;

« provedenA vAVzpoAtA a nakreslenA poA%adovanA‘/zch grafA”;

« zhodnocenA vAYssledkA™ mAsA™enA a vAVzpoAtA

PomA-cky

« NepAijjivA®© pole pro zapojenA aplikace s rezistory, kondenzAjtory, bipolAjrAm tranzistorem, unipolAjrnAm tranzistorem, spAnacAmi prvky -
tyristorem, triakem, diakem;

» sada reZ|storA kondenzA.torA" tranzistorA, tyristoru, triaku, diaku;

o mAA™ICA pATMAstrOJe

VASTUPNA ACEAST

Popis a kvantifikace vAjech plAjnovanAvzch vA'sstupA”

praktickA© procviAenA

« dle zadAjnA A2lohy ovA-A™A funkce obvodA™ s rezistory, kondenzAjtory, bipolAjmAm tranzistorem, unipolAjmAm tranzistorem, spAnacAmi prvky -
tyristorem, triakem, diakem;

« aplikace ¢ obvodovAtsch prva 5 blpoIA|rnAm tranzistorem, unipolAjrAm tranzistorem, spAnacAmi prvky - tyristorem, triakem, diakem; dle schA®ma
zapojenA na nepAjjivA©m kontaktnAm poli.

KritA©ria hodnocenA

hodnocenA kaA%dAGho z pAsti A%kolA™ (max. 100 %) probAhA; dle nAjsledujAcAch 6 dAIAAch kritAGriA:

. sprA|vnA, volba typu tranzistoru (blpoIA.rnAho unlpoIA,rnAho IGBT) nebo tyristoru nebo triaku nebo diaku): nalezenA v katalogu a pA™ApadnAs
potATMebnA© VAY2poAty: 0 % - 10 % (za kaA%dAvs sprAjvnAs stanovenAYz parametr 2 %);

. zapOJenA aplikace s vybranAsm typem tranzistoru nebo triakem nebo tyristorem nebo diakem: 0 % - 25 % (individuAjInA hodnocenA rozsahu
zapOJenA aplikace: 0 % - nezapojeno, 25 % - A°pInA© sprAjvnA®© zapojenA);

o vAVzbAsr vhodnAtach pATMAstrOJA pro mA- Am™enA aplikace s diakem nebo tyristorem nebo triakem nebo vybranAsm typem tranzistoru (bipolAjrnA-
ho, unlpoIAJrnAho IGBT) a jejich zapOJenA 0%-10% (0% nenA vybrAjn sprAjvnA A%A,dnA‘/z pATMAstrOJ 5 % vybrAjna sprAjvnA polovina
pATMAstrOJA 10 % jsou vybrAjny sprA.vnA> vA.echny pATMAstrOJe (min. dva);

. sprA|vnA© zmA>-A™enA viastnostA  aplikace s diakem nebo tyristorem nebo triakem nebo vybranAVzm typem tranzistoru (blpoIA|rnAho unlpoIA,rnA-
ho, IGBT): 0 % - 25 % (InlelduA|InA hodnocenA mAry samostatnosti prAjce A%Ajka: 0 % - mA-A™enA neprobAshlo; 25 % - mA-A™enA probA-hlo
sprAivnA> a samostatnAs);

« vAvzpoAty, nakreslenA grafA™: 0 % - 20 % (individuAjInA hodnocenA mAry samostatnosti prAjce A%Ajka pA™i vAYzpoAtech a kreslenA grafA™: 0 % -
vA‘/zpoAty nebyly provedeny, grafy nebyly nakresleny; 5 % - postup vAlzpoAtu sprA,vnA> vAstIedky chybnA, grafy nebyly zpracovAmy, 10 % -
postup vA‘/zpoAtu a vA‘/zsIedky sprA,vnA> grafy nebyly zpracovAiny; 15 % - postup vAlzpoAtu a vAlssledky sprAjvnAs, grafy zpracovAjny chybnA;
25% - vA1/zpoAty a grafy sprALvnA> a samostatnA» ));

« zhodnocenA vA'ssledkA™ mA>A™enA: 0 % - chybnA® zhodnocenA; 5 % - AAjsteAnA® zhodnocenA; 10 % - sprAjvnA©® zhodnocenA vAssledkA;

pA™evod procentnAho hodnocenA na znAjmku napA™.:



¢ (0-49) % nedostateAnA-
* (50-62) % dostateAnA:
¢ (63-75) % dobA™e
¢ (76-88) % chvalitebnA
o (89-100) % vAvsbornA»
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